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Создание просветляющих оптических покрытий определяется рядом фак-
торов (количество и толщины слоев, материалы). В качестве материалов для 
покрытия выбрали оксид кремния (SiO2) и оксид гафния (HfO2). Пленки SiO2 
прозрачны в области 0.2-9 мкм, его показатель преломления n = 1.46 при 
λ = 550 нм. HfO2 используется в видимой, ближней и ИК областях спектра 
(прозрачны в диапазоне 0.2-12 мкм) показатель преломления n=1.95-2.05 при 
λ = 550 нм. Проведение моделирование было в коммерческой программе 
«OptiLayer» на фирме «Изовак». Экспериментальное изучение образцов вы-
полнялось с помощью методов микро-интерферометрии и спектроскопия. В 
микроинтерферометрии толщина пленки определяется по формуле ℎ = ∆f ∗
h/2f; где ∆–смещение ахроматической полосы на ступеньке; λ–длина волны 
используемого света; f	– расстояние между полосами; а спектроскопия  по  
формуле ℎ = K ∗ h+hC/[2√HC − sin nC [h+ − hC))  где  h–толщина пленки; N–
количество пиков; λ1,2–длина волны светового пучка в микронах; n–показатель 
преломления пленки; i–угол падения луча. Расхождение между измерениями 
величинами толщины показало различие в значениях в диапазоне 0-5%. Важ-
но отметить, что при помощи метода спектроскопии, определяется оптическая 
толщина покрытия, а при помощи метода микроинтерферометрии физическая 
толщина слоя. Поэтому для получения объективных данных представляет 
интерес проведение исследований обоими методами. 
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